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Translation of excerpts from WO 99/26287 
P, l r last oara,. to p, 2, first para. 

According to the present invention, this object is accomplished in that the 
method for manufacturing a chip card comprises the steps of: 

providing a semiconductor wafer having an active side and a passive side, 



smoothing th e active side of the semiconductor chip, particularly by 
means t bf a CMP method, 

applying a reversible adhesive layer to the active side, 
applying the semiconductor wafer to a handling wafer such that the 
adhesive layer comes to rest between the active layer of the 
semiconductor wafer and the handling wafer, 

abrading the passive side of the semiconductor wafer until its thickness is 



subdividing the semiconductor wafer into at least one semiconductor chip, 
in particular by a mechanical process such as sawing and/or by a thermal 
process such as laser beam cutting, the handling wafer being preferably 
destroyed during such processes, 

releasing the bond between the handling chip and the semiconductor chip 
by passivation of the adhesive layer, 

applying the semiconductor chip to a base of the chip card so that it faces 
the passive side of the base of the chip card, 
manufacturing the complete chip card. 

P. 6, second para., to p. 7, first para. 

Fig. 1 shows a cross-section through a chip card 1 according to the invention 
which is subdivided into a card body 2, a chip foil 3 and a contact region 4. The 
chip foil 3 is coated with plastic material by injection-moulding. 

The card body 2 is made in one piece so that the chip foil 3 is covered 
substantially completely by the card body. The contact region 4 is arranged 
form-fit in the card body 2 and provides a connection leading from the chip foil 
3 to the outside. Electric contacts 5 inserted in a module 6 provide the 
electrical connection, Owing to the thin design of the chip foil 3, the chip card 1 



incorporating electrically active large-area structures into the active 
side by means of known processes such as doping, 
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is highly flexible and can be bent to a large extent without the chip foil 3 
showing cracks in the surface regions thereof. 

Another chip card 10 of the invention is shown in Fig, 2. Essential parts of chip 
card 10 are identical with those of chip card 1 shown in Fig. 1. Therefore, like 
reference numerals refer to like elements. Contrasting Fig. 1, chip foil 3 is 
fabricated by lamination. 

In contrast to chip card 1, chip card 10 comprises a card body 11 having a 
multilayer structure. For this purpose the card body 11 includes a carrier layer 
12 at the underside of the card body as well as a covering layer 13 at the top 
surface of the card body 11, The chip foil 3 is disposed between the carrier 
layer 12 and the covering layer 13, and laminating films 14 are provided as 
connecting regions in the peripheral areas of the card body 11 so as to 
completely seal the card body 11. 

The chip card 10 is manufactured in that the chip foil 3 is fixed to the carrier. 
layer 1 2 with the passive side thereof. Then the laminating films 14 and finally 
the covering layer 13 are applied to the chip foil 3 and the carrier layer 12. In a 
final step the contact regions 4 are fitted into the covering layer 13. 
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Be s chr e ibung 

Siliziumfolie als Trag'er von Halbleiterschaltungen als Teil 

m 

von Karten 

Die Erfindung betrif f t ein Verfahren zur Herstellung einer 
Chipkarte sowie einen Halbleiter-Chip, der insbesondere zur 
Verwendung in einer Chipkarte bestimmt ist. 

Im Stand der Technik sind Chipkarten bekannt, die einen aus 
Silizium hergestellten Chip aufweisen. Bei den im Stand der 
Technik bekannten Chipkarten ist von Nachteil, daS die Kom- 
plexitat der auf dem Chip untergebrachten elektrischen Schal- 
tung limitiert ist, weil die maximale Grofie des Chips auf ca 
25 mm 2 begrenzt ist: 

4 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Chipkarte sowie ein 
. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte . bereitzus tellen; . 
: mit dem sich .intelligentere Chipkarten herstellen las sen . Es 
ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, einen Halbleiter-Waf er 
bzw. einen daraus hergestellten Halbleiter-Chip bereitzustel 
len, mit dem sich intelligentere Chipkarten herstellen las- 



sen. 



Diese Aufgabe wird gemaS der Erfindung dadurch gelost, daS 
das Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte die folgenden 

Schritte, aufweist: — 

- vorsehen eines Halbleiter-Waf ers mit einer aktiven Seite 

und mit einer passiven Seite, 

Einbringen von groSf lachigen elektrisch aktiven Struktu- 
ren in die aktive Seite, und zwar mittels bekannter Ver- 
fahren wie z.B. Dotierung, 

» * 

Glatten der aktiven Seite des Halbleiter- Chips insbe- 
sondere mit einem CMP -Verfahren, 

- Aufbririgen einer reversiblen Klebstof f schicht auf die ak 
tive Seite, 
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' Aufbringen des Halbleiter-Waf ers auf einen Handling- 
Wafer, und zwar derart. dafi die Klebstof f schicht zwischen 
der aktiven Seite.des Halbleiter-Waf ers und dem Handling- 

Wafer gelegen ist, 

. Abtragen der passiven Seite des Halbleiter-Waf er bis auf - 
eine Dicke von circa 100 Mikrometern oder weniger, 

. Aufteilen des Halbleiter-Waf ers in" wenigstens einen Halb- ;■ 
leiter-Chip, insbesqndere durch ein mechanisches Verfah- 
ren wie Sagen und/ oder durch ein thermisches Verfabren 
wie Laserschneiden, wobei 'der Handling- Wafer dabei vor- 
zugsweise nicht zerstort wird, . • 

- Losen der Verbihdung zwischen Handling-Chip und Halblei- 
ter-Chip durch Passivierung der Klebstof f schicht , . 

- Aufbringen des Halbleiter- Chips auf einen Chipkartentra- 
ger, und zwar derart, daS die passive Seite dem Chip- 
kartentrager zugewandt ist, 

- Herstellen der vbll s.tandigen Chipkart e . . 

Hit dem erf indungsgemaSen Verfahren las sen' sich Chipkarten 
mit besbnders groSflachig ausgebildeten Halbleitef-Chips ver- 
sehen, wobei auf dem Halbleiter-Chip umfangreiche Schaltungs- 
strukturen und sogar groSf lachige Speicheranordnungen vorge- 
sehen werden konnen . 

Die folgenden Schritte des erf indungsgemafien Verfahrens: 

- L6s en der Verbindung zwischen Handling-Chip und Halblei- 
ter-Chip durch Passivierung der Klebstof fschiqht, 

- Aufbringen des Halbleiter-Chips auf einen Chipkartentra- 
ger, und zwar derart, daS die passive Seite dem Chip-, 
kartentrager zugewandt ist, 

konnen auch gleichzeitig oder in vertauschter Reihenf olge 
durchgefuhrt werden, urn eine flexible und genaue Herstellung 
zu gewahrleisten. 
» 

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dafi die GroSe der im. 
Stand der Technik bekannten Chips und damit deren Komplexitat 
durch deren Starke begrenzt war. Chipkarten werden namlich im 
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Figur 2 zeigt eine weitere erf indungsgemafie Chipkarte im 

Querschnitt, und 
Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch einen erfindungs- 

gemaSen Halbleiter-Chip . 



Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch eine erf indungsgemafie 
Chipkarte 1, die sich in einen Kartenkorper 2, in eine Chip- 
folie 3 und in einen Kontaktbereich 4 gliedert . Die Chipfolie 
3 ist dabei in einer Giefitechnik mit Kunststof f umspritzt . 

Der Kartenkorper 2 ist einstuckig- ausgefuhrt , so daS die 
Chipfolie 3 im wesentlichen vollstandig vom Kartenkorper um- 
hullt-ist . -Der-Kontaktberei-Gh-4_ist -f ormschlussig.. im .Karten- _ 
korper 2 vorgesehen und stellt die Verbindung zwischen der 
Chipfolie 3 und der AuSenwelt dar. Dabei ubernehmen elektri- 
sche Kontakte 5, die in ein.Modul 6 eingesetzt sind, die • 
elektrische Verbindung . Aufgrund der dunnen Ausbildung der 
Chipfolie 3 ist die Chipkarte i hochf lexibel und kann in wei- 
tem AusmaS durchgebogen werden, ohne daB die Chipfolie 3 in 
einem ihrer Oberf lachenbereiche Risse zeigt. 

Figur 2 zeigt eine weitere erf indungsgemafie Chipkarte 10, die 
dn ihren wesentlichen Teilen der Chipkarte 1 aus Figur 1 ent- 
spricht. Den gleichen Bestandteilen sind daher gleiche Be- 
zugsziffem gegeben. Abweichend von Figur 1 ist die Chipfolie 
3 ist in einer Laminiertechnik f ertiggestellt worden. 

Im Unterschied zur Chipkarte 1 weist die Chipkarte 10 einen 
Kartenkorper 11 auf, der mehrschichtig aufgebaut ist. Dazu 
weist der Kartenkorper 11 eine Tragschicht 12 an der Unter- 
seite des Kartenkorper sowie'eine Deckschicht 13 an der Ober- 
seite des Kartenkorpers 11 auf. Die Chipfolie 3 ist zwischen 
der Tragschicht 12 und der Deckschicht 13 angeordnet, wobei 
in Randbereichen des Kartenkorpers 11 Laminierfolien 14 als 
Verbindungsbereiche vorgesehen sind, urn den Kartenkorper 11 
vollstandig geschlossen zu gestalten. 
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Bel der Herstellung der Chipkarte 10 wird die Chipfolie 3 mit 
ihrer passiven Seite auf der Tragschicht 12 befestigt. Dar- 
aufhin werden die Laminierf olien 14 und schliefilich die Deck- 
schicht 13 auf die Chipfolie 3 und die Tragschicht 12 auf ge- 
bracht. In ei'nera abschlieSenden Schritt nird der Kontaktbe- 
reich 4 in die peckschicht 13 eingesetzt . 



Figur 3 zeigt einen erf indungsgemafien Halbleiter-Chip 20, der 
uber eine Klebstof f schicht 21 auf einem Halbleiter-Chip 22 
befestigt ist. Dabei ist eine aktive Seite des Halbleiter- 
Chips 20 dera Halbleiter-Chip 22 zugewandt, wahrend eine pas- 
sive Seite des Halbleiter-Chips 20 yom Halbleiter-Chip 22 
-wegwei-s t T -In -der-akt-iven -Seite^des-Halbleitsr^Chips_20 isL 
eine elektrisch aktive Struktur vorgesehen, daS durch eine 
dunne Strichlinie angedeutet ist. 



